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Die Bedientaster des Mikrocontrollers
sind ohne weitere externe Beschaltung di-
rekt an Port PC 3 bis PC 5 und Port PD 0
angeschlossen.

Der integrierte Taktoszillator ist an Pin 7
und Pin 8 extern zugänglich und mit dem
4-MHz-Quarzbaustein Q 1 beschaltet. Die
erforderlichen Kondensatoren sind integ-
riert.

Unterhalb des Digitalteils ist der ana-
loge Schaltungsteil zu sehen, der im We-
sentlichen aus einem Stromregler und

der Leistungsendstufe besteht.
Die Sollwert-Vorgabe für den Endlade-

strom erfolgt mit Hilfe eines PWM-Sig-
nals von Port PB 1 des Mikrocontrollers.
Mit Hilfe des Integrationsgliedes, beste-
hend aus R 19, R 20 und C 10, wird eine
zum Tastverhältnis proportionale Steuer-
gleichspannung gewonnen, die als Soll-
Wert direkt am nicht-invertierenden Ein-
gang von IC 2 B anliegt.

An den beiden Shunt-Widerständen R 27,
R 28 erhalten wir einen Spannungsabfall,
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PCINT11 ADC3 PC3
PCINT10 ADC2 PC2
PCINT9 ADC1 PC1
PCINT8 ADC0 PC0
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PCINT20 XCK T0 PD4
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Bild 3: Schaltbild des Hochstrom-Entlade-Testgerätes HET 20

der direkt proportional zum Entladestrom
ist und somit den Ist-Wert repräsentiert.
Diese Spannung wird über R 22 auf den
invertierenden Eingang des Reglers IC 2 B
gekoppelt.

Der Reglerausgang (Pin 7) steuert über
R 21 den Treibertransistor T 2, der wiede-
rum über R 26 das Gate des FET-Leis-
tungstransistors T 7 steuert.

Abhängig von der Gate-Spannung wird
die Drain-Source-Strecke des Transistors
niederohmiger oder hochohmiger.




